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Реферат:
1. Дисертація присвячена акустико-емісійному неруйнівному контролю процесів деградації In1-хGaхN/GaN
світловипромінювальних діодів. На основі методу акустичної емісії розроблено спосіб покрокового
підвищення струмового навантаження GaP світловипромінюючої структури, який викликає мінімальні
перетворення в системі протяжних дефектів за рахунок активації внутрішніх термомеханічних напруг
індукованих струмом певними порціями та викликаного внутрішніми деформаціями переносу точкових
дефектів. Запропоновано модель джерел АЕ нанорозмірної напівпровідникової світловипромінюючої
структури при протіканні прямого струму в рамках якої, кореляція сигналів АЕ та флуктуації і деградація
квантового виходу спричинена виникненням, накопиченням та релаксацією внутрішніх термомеханічних
напруг, при цьому активним джерелом АЕ є елемент збагачений індієм. Розроблено спосіб визначення
місцезнаходження активних джерел акустичної емісії InGaN/GaN/Al2O3 світловипромінюючих структур за
сплеском чи затуханням електролюмінесценції. Розроблено метод неактивного тестування світлодіодів та



макет приладу, який реалізує даний спосіб перевірки в пристроях підвищеної відповідальності. Основною
перевагою методу є відсутність свічення елементів навантаження при їх перевірці, що реалізується
тестуванням двох значень вольт-амперної характеристики, для яких є недостатньою енергія для збудження
міжзонних переходів. Виявлено причину, вид та механізм відмови за результатами форсованих досліджень
(струмове напрацювання із власним розігрівом) промислових світлодіодів (виготовлених за планарною
технологією в полімерних корпусах). Виявлено (в залежності від величини навантаження) такі види виходу з
ладу: деградація світловипромінюючої структури (внаслідок генерації, накопичення і переносу лінійних
дефектів), відрив струмопідвідної проволоки від контактної кульки (спричинений термоциклюванням та
лінійним розширенням світловиромінюючої структури), зміна виду випромінювання з електролюмінесценції
на газовий розряд (при досягненні полімерним корпусом температури безоксидної термодеструкції), що
важливо при прогнозуванні надійності матриць СД.

2. Dissertation is devoted to acoustic-emission non-destructive control of degradation processes of the In1-
хGaхN/GaN light - emitting diodes. Based on the acoustic emission method the method of step-by-step increase
of the current loading of the light - emitting structures is developed, which is cause minimal transformations in
the system of the extended defects - due to activating of internal thermo-mechanical strains induced by the
current and caused internal deformations of transfer of point defects. It is proposed the model of AE sources of
nano-sized semiconductor light - emitting structure at flowing of direct current within the framework of which,
correlation of AE signals and fluctuations and degradation of quantum yield is caused by the origin, accumulation
and relaxation of internal thermo-mechanical strains. Here the AE active source is an indium enriched element.
The method of determination of location of AE active sources of the InGaN/GaN/Al2O3 of the light - emitting
structures is developed on a flash or fading of electroluminescence. The method of the non-active testing of light-
emitting diodes and model of device, which will realize this method of verification in the devices of enhanceable
responsibility, is developed. The basic advantage of method is absence of luminescence of tested elements at
verification. It's realized by testing of two points of current-voltage characteristic, for which is insufficient energy
for excitation of interband transitions. Revealed the reason, kind and mechanism of breakdown, as a result of the
forced regimes (functioning at own warming-up conditions) of the industrial light-emitting diodes, produced due
to planar technology in the polymer package. Depending on the loading value found out such breakdown kind:
degradation of light-emitting structure (as a result of generation, accumulation and transfer of the linear defects),
tearing away of the whiskers from a contact microball, caused by the thermo-cycled and linear expansion of light -
emitting structure, change of radiation type from electroluminescence on a gas- discharge (at achievement of
temperature of non oxidation thermodestruction of the polymer package), that is important at reliability
prognostication of LED matrices.
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